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である。式(2.42 a), (2.42 b)を用いて，測定値から計算されたりOVthOegCEj')から几，の理論
値を，式(2.45)により計算することができる。ill)e。。の場合と同様，各卿での几,をω1での
瓦，により規格化し，これをa)c・，　とする。各卿での実験値(み)ｅｉＢと理論値C/y)c。l　とがよ
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